ANDRZE)
JAKUBOWSKI

Andrzej Jakubowski urodzit sie 26 sierpnia
1940 roku w Krakowie. Liceum ogélno-
ksztatcace ukoriczyt w 1957 roku w Warsza-
wie i w tym samym roku rozpoczat studia na
Wydziale tacznosci Politechniki Warszaw-
skiej. Od ukoriczenia studiéw (1963) do chwi-
li obecnej jest pracownikiem naukowo-dydak-
tycznym Wydziatu Elektroniki i Technik Infor-
macyjnych (wéwczas Wydziatu tacznosci),
aktualnie na stanowisku profesora zwyczaj-
nego. Tutaj tez uzyskat stopien doktora nauk
technicznych za rozprawe Struktura cienko-
warstwowa metal-dielektryk—selenek kadmu:
technologia i wtasciwosci oraz doktora habili-
towanego za monografie Podstawowe wtasci-
wosci  struktury metal —dielektryk—potprze-
wodnik oraz metody ich okreslania (,Prace
Instytutu Technologii Elektronowej”, PWN,
Warszawa 1982). W 1977 roku zostat powo-
tany na stanowisko docenta, zas w 1989 roku
uzyskat tytut naukowy profesora nauk technicz-
nych. W latach 1989-1992 byt dyrektorem na-
czelnym Instytutu Technologii Elektronowej
(dawne CEMI) w Warszawie. W latach 1984 -
1990 1994-2001 byt kierownikiem Zaktadu
Mikroelektroniki, zas w latach 2001-2004
kierownikiem Zaktadu Przyrzadéw Mikroelek-
troniki i Nanoelektroniki IMiO Politechniki
Warszawskiej. W latach 2004-2008 byt dyrek-
torem Instytutu Mikroelektroniki i Optoelek-
troniki Politechniki Warszawskiej.

Obszarem zainteresowan badawczych An-
drzeja Jakubowskiego jest m.in. technologia
cienkich warstw pétprzewodnikowych i dielek-
trycznych oraz wykorzystania ich wtasciwosci
do konstrukcji przyrzadéw pétprzewodniko-
wych. W tym zakresie opracowano m.in. tech-
nologie cienkich warstw CdSe, technologie
anodyzacji plazmowej krzemu, technologie
diod tunelowych MIS oraz badano mozliwosci
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zastosowania réznych warstw pétprzewodni-
kowych w ogniwach stonecznych i czujnikach
chemicznych.

Kolejnym obszarem zainteresowan jest
modelowanie przyrzadéw MOS. Stworzono
model diody tunelowej MIS oraz przyrzadéw
opartych na jej bazie. Zaproponowano rézno-
rodne modele kondensatora MOS uwzglednia-
jace wptyw niedoskonatosci podtoza pétprze-
wodnikowego, a takze stworzono uogélniony
opis charakterystyk C-V kondensatora MOS.
Zaproponowano réwniez nowe modele foto-
elektryczne kondensatora i tranzystora MOS.
Stworzono analityczne modele tranzystora
MOS o zwiekszonej doskonatosci, dostosowa-
ne do przyrzadéw o bardzo matych rozmia-
rach, a takze modele tranzystora i kondensa-
tora MOS SOIL.

Zaproponowano charakteryzacje struktur
MIS (takze SOI) metodami elektrycznymi i fo-
toelektrycznymi (nowe metody wyznaczania
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m.in. napiecia ptaskich pasm, napiecia srodka
pasm, gestosci putapek powierzchniowych,
tadunku efektywnego, kontaktowej réznicy
potencjatéw w tranzystorze i kondensatorze
MOS, ruchliwosci w kanale tranzystora, roz-
ktadu koncentracji domieszek w podtozu pét-
przewodnikowym, pomiaru czasu zycia i pred-
kosci generacji powierzchniowej). Rozszerze-
nie teorii techniki spektroskopii elektrycznej
gtebokich pozioméw putapkowych.

Andrzej Jakubowski prowadzit badania
modelowania heteroztaczowych tranzystoréw
bipolarnych z baza SiGe oraz kondensatora
i tranzystora MOS z warstwami SiGe oraz
ograniczeri przyrzadéw pétprzewodnikowych
— zwtlaszcza przyrzadéw MOS.

Innym obszarem zainteresowan jest opra-
cowanie aparatury pomiarowo-kontrolnej
gtéwnie dla celéw diagnostyki struktur pétprze-
wodnikowych (m.in. charakterografy C-V i |-V,
interfejsy analogowo-cyfrowe, nanowoltomie-
rze, generatory polaryzacji dla technik DLTS
i pompowania tadunku).

Andrzej Jakubowski jest autorem badz
wspdétautorem okoto 650 prac naukowych pub-
likowanych w czasopismach i materiatach kon-
ferencyjnych. Publikowat swoje prace m.in.
w: ,IEEE Transactions on Electron Devices”
i ,Solid State Circuits”, ,Solid State Electronics”,
JJournal of Applied Physics”, , Thin Solid Films”,
,Review of Scientific Instruments”, ,Physica Sta-
tus Solidi”, ,Microelectronics Journal”, ,Micro-
electronics and Reliability Microelectronics En-
gineering”, ,Diamond and Related Materals”,
,Solar Cells”, ,Physique Revue Applique”, ,So-
lid State Communications”, ,Sensors and Actu-
ators”, ,,Sensors”.

Byt zapraszany do wygtoszenia referatéw
w wielu osrodkach badawczych i uniwersyte-
tach w kraju i zagranica, m.in. w USA, Niem-
czech, Stowenii, Francji, we Wtoszech, w Ju-
gostawii, na Wegrzech, w Czechach, Anglii,
na Litwie i w Indiach.

Jest wspétautorem 8 patentéw, wielu prac
o charakterze popularno-naukowym (okoto
100 wystapien nieopublikowanych i okoto 50
publikacji, inicjator i przewodniczacy Rady
Programowej Wszechnicy Wydziatu Elektroni-
ki i Technik Informacyjnych) oraz monografii,
skryptow i preskryptéw. Jest m.in. wspétauto-
rem monografii Diagnostics Measurements in
LSI/VLSI Integrated Circuits Production (World
Scientific, 1991) wydanej w nieco zmienionej
formie, takze w jezyku polskim (WNT, 1991).
W 1986 roku z jego inicjatywy i pod jego re-
dakcja naukowa ukazata sie dwutomowa mo-
nografia Metody i pomiary elektryczne w diag-
nostyce technologii uktadow scalonych. W la-

tach 1985-1989 zorganizowat Seminarium
srodowiskowe ,VLSI-kierunki, granice i barie-
ry rozwoju”, ktérego rezultatem byto 6 toméw
materiatéw wydanych pod jego redakcja nau-
kowa przez PWN w latach 1986-1990.

Dziatalnos¢ dydaktyczna obejmuje wszyst-
kie formy ksztatcenia (¢wiczenia laboratoryjne
i audytoryjne, projekty, wyktady, prace dyplo-
mowe) w zakresie przyrzadéw pétprzewod-
nikowych i mikroelektroniki. Prowadzit takze
wyktady na studiach podyplomowych i dokto-
ranckich. Wyktadat takze w Polsko-Francuskiej
Wyzszej Szkole Telekomunikacji oraz w Poli-
technice tédzkiej. Byt promotorem 23 rozpraw
doktorskich oraz okoto 150 prac dyplomo-
wych — magisterskich i inzynierskich. Sied-
miu Jego wychowankoéw zajmuje stanowiska
profesoréw w kraju i zagranica.

Andrzej Jakubowski byt cztonkiem Prezy-
dium Komitetu ds. Nauki i Postepu Techniczne-
go przy Radzie Ministréw oraz przewodnicza-
cym Komisji Badan Stosowanych tego Komi-
tetu. Od 1988 roku jest cztonkiem Komitetu
Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akade-
mii Nauk (w latach 1988-2003 byt przewod-
niczacym Sekcji Mikroelektroniki tego Komite-
tu, aw latach 1999-2007 takze wice-przewod-
niczacym Komitetu). W latach 19901995 byt
redaktorem naczelnym ,Electron Technology”.
Jest cztonkiem rad programowych wielu cza-
sopism oraz komitetéw naukowych konferen-
cji miedzynarodowych i krajowych. Byt inicja-
torem i jest przewodniczacym cyklicznej mie-
dzynarodowej konferencji ,Diagnostics and
Yield: Advanced Silicon Devices and Techno-
logy for ULSI Era”.

Byt miedzy innymi przewodniczacym Ra-
dy Nadzorczej firmy Vigo Systems oraz kon-
sultantem firmy X-ion (Francja—USA).

Za osiagniecia w pracy naukowej i dydak-
tycznej zostat wyrézniony nagroda Wydziatu
Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk,
pieciokrotnie nagroda Ministra Nauki Szkol-
nictwa Wyzszego i Techniki, dwukrotnie na-
groda | stopnia im. Prof. Mieczystawa Poza-
ryskiego oraz ,Magnum Tropheum” Mtodego
Technika. Zostat odznaczony m.in. Krzyzem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz
wyrézniony Ztota Honorowa Odznaka ,Za
Zastugi dla Warszawy”, Ztotym Medalem ,Za
Zastugi dla Obronnosci Kraju”, Honorowa
odznaka AZS, oraz Honorowg Odznaka Sto-
warzyszenia Elektrykéw Polskich, Srebrnym
i Ztotym Krzyzem Zastugi, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, Odznaka Zastuzony
dla Politechniki Warszawskiej i Politechniki
tédzkiej.

Jest zonaty, ma dwoje dzieci.





